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Já vimos: Exercício 4 Revisitado: O que acontece se VI for 0V? E se for 4V? 
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Um circuito eletrônico moderno



Ganho de  Tensão?

Um Circuito Amplificador



Armazenamento de Energia em Transistores MOSFET
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Um Circuito Amplificador com MOSFET
(se na região de saturação)

Aplicando a lei das malhas:
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Aplicando a lei do MOSFETna saturação ou triodo:
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carga passiva

[ VGS ≤ VDS -Vt ]
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Até onde a relação iD x vGS é linear?
(mesma pergunta e um outro olhar)
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Até onde a relação iD x vGS é linear?
(mesma pergunta e um outro olhar)



Modelos Equivalentes de Circuitos
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